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D2H290DE1  
290 W, GaN HEMT 管芯 

1. 产品简介 

1.1 产品特点 

  小信号增益@2.6GHZ 约 24.2dB 

  PAE 典型值@2.6GHz 约 79% 

  363 W 饱和功率 

  48V 工作电压 

  高击穿电压 

  符合 RoHS 

1.3 封装 

  推荐焊料为 AuSn (80 / 20) 

  真空吸头是首选的夹取方法 

  管芯的背面与源极（接地）连接 

  热声波球形或楔形键合是首选的连接方法 

  连接时必须使用金丝 

 

2. 极限参数 (环境温度 Tc = 25 ˚C) 

参数 符号 范围 单位 

漏源击穿电压 VDSS 150 VDC 

栅源电压 VGS -10 ~ +2 VDC 

存储温度 TSTG - 65 ~ +150 ˚C 

结温 TJ 225 ˚C 

最大正向栅极电流 IGMAX 35.2 mA 

焊接温度 1 Ts 320 ˚C 
1 管芯最大焊接温度为 320˚C 30 秒。 

3. 热特性 

参数 符号 值 单位 

热阻 (Pdiss = 140.8 W ,Tbase-plate = 85 ˚C) Rthjc 0.93 ˚C/W 

1.2 应用 

  宽带放大器 

  蜂窝基础设施 

  测量仪器 

  AB 类线性放大器,适用于 OFDM， 

W-CDMA， LTE， EDGE，CDMA 波形 

 

1.4 概述 

D2H290DE1 是一款 0.4um 工艺的碳化硅（SiC）基氮

化镓(GaN)高电子迁移率晶体管（HEMT），具有高效

率、高增益、易于匹配、宽带宽等特点，是各种射频和

微波应用的理想选择。 
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4. 电特性 (环境温度 Tc = 25˚C) 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

直流特性 

阈值电压 

(VDS = 48 V, IDS = 35.2 mA) 
VP -3.8 -3.3 -2.8 V 

漏极饱和电流 1 

(VDS = 6 V, VGS = 2.0 V) 
ISAT - 42.2 - A 

源漏击穿电压 

(VGS = -10 V, ID = 35.2 mA) 
VBR 150 - - V 

导通电阻 

(VDS = 0.1 V) 
RON - 0.08 - Ω 

栅极正向开启电压 

(IGS = 35.2 mA) 
VG-ON - 1.4 - V 

动态特性 

输入电容 

(VDS = 0 V, VGS = 0 V, ƒ = 1 MHz) 
CGS - 95 - PF 

输出电容 

(VDS = 48 V, VGS = -10 V, ƒ = 1 MHz) 
CDS - 11.2 - PF 

反馈电容 

(VDS = 48 V, VGS = -10 V, ƒ = 1 MHz) 
CGD - 2.0 - PF 

1 使用PCM数据外推。 

5. 产品信息 

 

正视图 

整体管芯尺寸为 955×5795 (+0 / -50)μm，管芯厚度 100μm 

所有栅极和漏极的电极必须用键合线分别进行连接 

5.1 说明 

电极序号 备注 

1-8 栅电极 

9 漏电极 

晶背 源极/接地  
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6. 射频性能 

 

图1. D2H290DE1 增益和效率相对输出功率的变化 

测试条件：VDD = 48 V, IDQ = 1050 mA, 频率 = 2.6 GHz 

(最大功率匹配和最大效率匹配的仿真数据) 

 

图2. D2H290DE1 Gmax和K相对频率的变化 

测试条件：VDD = 48 V, IDQ = 1050 mA(仿真数据) 
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7. 典型管芯 S 参数 

频率 Mag S11 Ang S11 Mag S21 Ang S21 Mag S12 Ang S12 Mag S22 Ang S22 

0.5 GHz 0.978 -174.666 3.981 82.586 0.003 -4.362 0.872 -178.298 

0.6 GHz 0.978 -175.351 3.407 80.280 0.003 -6.048 0.873 -178.124 

0.7 GHz 0.978 -176.009 2.869 78.014 0.003 -7.694 0.875 -177.969 

0.8 GHz 0.979 -176.493 2.469 75.872 0.003 -9.211 0.877 -177.815 

0.9 GHz 0.979 -176.817 2.189 73.832 0.003 -10.621 0.879 -177.652 

1.0 GHz 0.979 -177.140 1.916 71.819 0.003 -11.999 0.881 -177.505 

1.1 GHz 0.980 -177.328 1.744 69.925 0.003 -13.249 0.884 -177.358 

1.2 GHz 0.980 -177.519 1.575 68.052 0.003 -14.473 0.886 -177.223 

1.3 GHz 0.981 -177.677 1.434 66.242 0.003 -15.626 0.889 -177.101 

1.4 GHz 0.981 -177.801 1.318 64.490 0.003 -16.711 0.891 -176.989 

1.5 GHz 0.981 -177.929 1.205 62.757 0.003 -17.771 0.894 -176.888 

1.6 GHz 0.982 -178.017 1.121 61.120 0.003 -18.720 0.897 -176.800 

1.7 GHz 0.982 -178.108 1.038 59.499 0.003 -19.645 0.899 -176.721 

1.8 GHz 0.983 -178.187 0.966 57.934 0.003 -20.502 0.902 -176.654 

1.9 GHz 0.983 -178.256 0.903 56.422 0.003 -21.291 0.905 -176.598 

2.0 GHz 0.983 -178.327 0.841 54.924 0.003 -22.056 0.907 -176.549 

2.1 GHz 0.984 -178.382 0.792 53.517 0.003 -22.708 0.910 -176.513 

2.2 GHz 0.984 -178.438 0.743 52.122 0.002 -23.336 0.913 -176.483 

2.3 GHz 0.984 -178.490 0.699 50.777 0.002 -23.896 0.915 -176.462 

2.4 GHz 0.985 -178.537 0.660 49.481 0.002 -24.387 0.917 -176.448 

2.5 GHz 0.985 -178.586 0.621 48.196 0.002 -24.852 0.920 -176.439 

2.6 GHz 0.986 -178.626 0.589 46.994 0.002 -25.206 0.922 -176.439 

2.7 GHz 0.986 -178.668 0.558 45.801 0.002 -25.532 0.924 -176.443 

2.8 GHz 0.986 -178.707 0.529 44.651 0.002 -25.788 0.927 -176.452 

2.9 GHz 0.987 -178.744 0.503 43.543 0.002 -25.975 0.929 -176.466 

3.0 GHz 0.987 -178.781 0.477 42.445 0.002 -26.129 0.931 -176.483 

3.1 GHz 0.987 -178.815 0.455 41.417 0.002 -26.176 0.933 -176.506 

3.2 GHz 0.987 -178.848 0.433 40.397 0.002 -26.187 0.935 -176.530 

3.3 GHz 0.988 -178.881 0.413 39.414 0.002 -26.126 0.936 -176.558 

3.4 GHz 0.988 -178.912 0.395 38.466 0.002 -25.991 0.938 -176.588 

3.5 GHz 0.988 -178.943 0.377 37.526 0.002 -25.815 0.940 -176.620 

3.6 GHz 0.989 -178.971 0.361 36.645 0.002 -25.530 0.942 -176.655 
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(续表) 

频率 Mag S11 Ang S11 Mag S21 Ang S21 Mag S12 Ang S12 Mag S22 Ang S22 

3.7 GHz 0.989 -179.000 0.345 35.770 0.002 -25.200 0.943 -176.690 

3.8 GHz 0.989 -179.028 0.331 34.926 0.002 -24.790 0.945 -176.728 

3.9 GHz 0.989 -179.055 0.317 34.112 0.002 -24.299 0.946 -176.766 

4.0 GHz 0.989 -179.082 0.304 33.302 0.001 -23.753 0.947 -176.806 

4.1 GHz 0.990 -179.107 0.292 32.544 0.001 -23.095 0.949 -176.847 

4.2 GHz 0.990 -179.132 0.281 31.789 0.001 -22.375 0.950 -176.888 

4.3 GHz 0.990 -179.157 0.270 31.060 0.001 -21.566 0.951 -176.930 

4.4 GHz 0.990 -179.181 0.260 30.356 0.001 -20.663 0.952 -176.972 

4.5 GHz 0.990 -179.205 0.250 29.656 0.001 -19.687 0.954 -177.015 

4.6 GHz 0.991 -179.227 0.241 28.997 0.001 -18.593 0.955 -177.057 

4.7 GHz 0.991 -179.250 0.233 28.343 0.001 -17.418 0.956 -177.100 

4.8 GHz 0.991 -179.272 0.224 27.709 0.001 -16.140 0.957 -177.143 

4.9 GHz 0.991 -179.294 0.217 27.096 0.001 -14.759 0.958 -177.186 

5.0 GHz 0.991 -179.315 0.209 26.486 0.001 -13.284 0.959 -177.230 

5.1 GHz 0.991 -179.336 0.202 25.911 0.001 -11.690 0.960 -177.272 

5.2 GHz 0.991 -179.356 0.196 25.339 0.001 -9.999 0.960 -177.315 

5.3 GHz 0.992 -179.376 0.189 24.784 0.001 -8.201 0.961 -177.358 

5.4 GHz 0.992 -179.396 0.183 24.247 0.001 -6.298 0.962 -177.400 

5.5 GHz 0.992 -179.416 0.177 23.712 0.001 -4.296 0.963 -177.442 

5.6 GHz 0.992 -179.434 0.172 23.206 0.001 -2.192 0.963 -177.484 

5.7 GHz 0.992 -179.453 0.166 22.703 0.001 0.004 0.964 -177.525 

5.8 GHz 0.992 -179.471 0.161 22.214 0.001 2.286 0.965 -177.566 

5.9 GHz 0.992 -179.489 0.157 21.740 0.001 4.645 0.965 -177.607 

6.0 GHz 0.992 -179.507 0.152 21.269 0.001 7.076 0.966 -177.648 

注：基于单胞器件实测结果外推。测试条件：小信号, VDD = 48 V, IDQ = 1050 mA, 幅值/相位 
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8. ESD 防护等级 

测试方法 等级 

人体模型 (JS-001-2012) 1A (> 500 V) 

充放电模型 (JESD22-C101F) C2 (> 1000 V) 

 

9. 采购信息 

产品型号 MARK 码 尺寸 包装信息 

D2H290DE1 J5882 955×5795×100 um 
蓝膜 

自吸附 Tray 盒 

 

10. 缩写 

缩略语 说明 

ESD 静电放电(Electro-Static Discharge) 

GaN 氮化镓(Gallium Nitride) 

HEMT 高电子迁移率晶体管(High Electron Mobility Transistor) 

MXE Tuned 最大效率匹配（Maximum Drain Efficiency Tuned） 

MXP Tuned 最大功率匹配（Maximum Power Tuned） 

 

11. 数据表状态 

11.1 数据表状态 

文件状态 产品状态 定义 

目标[短]数据表 

Objective [short] datasheet 
工程样品 本文件包含来自产品开发目标规范的数据 

初步[短]数据表 

Preliminary [short] datasheet 
工程样品 本文件包含来自初步规范的数据 

产品[短]数据表 

Production [short] datasheet 
量产品 本文件包含产品规范 
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12. 免责声明 

本文档仅作为参考使用，能讯不对信息使用的准确性或完整性作出任何明示或暗示性的陈述或保证，也不对使用

该信息的后果承担任何责任。 

能讯保留本文档内容的更改权，恕不另行通知。客户在订购能讯产品前，应获取最新版本资料，并验证相关信息

是否最新和完整。 

任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，客户有责任在使用能讯产品进行系统设计、试样

和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。 

本文档所包含的信息或对该信息的任何使用，并不明示或暗示地赋予任何一方任何专利权、许可证或任何其他知

识产权。 

13. 联系信息 

更多信息，请访问: http://www.dynax-semi.com 

 


